
(K20) General Coverage TRXmini 16913製作要領 R1
＜梱包部品・留意事項＞
①左表梱包部品をKITに含みます。その他の部品は、別途準備ください。
 基板は、メイン（局発部& TRX部100x100mm ）、タクトSW(54x32mm)と6桁周波数
表示用(25x94/or65mm )、LM386アンプ用の4枚で　部品表は、本体部、周波数表
示部に分かれていますが、同一部品は、上の本体部に数量をまとめています。

②コイルデータ
12MHz水晶VXO用の7K-T1034Z/orUSF08は、巻線済の既製品です。それ以外
は、10Kﾎﾞﾋﾞﾝに図記載の要領で巻き線が必要です。USF08は、コアが最上端位置
より2回転抜いて、ｹｰｽが半抜けの状態ですが、そのまま基板に付けてください。

　なお梱包している10Kﾎﾞﾋﾞﾝは、中華製で精度が悪く、中心コアがスムーズに回ら
ない場合があります。　無理をして回すとコア波損しますので注意してください。
一応予備としてﾎﾞﾋﾞﾝ1個を追加しています。

③　ｱﾅﾛｸﾞSW(SN74LVC1G3157DGVR)は、超小型（3x1.5mm）で熱に弱いようで
す。　ハンダ付けは、一発で決めてください。　取り外しのために両側端子を同時
に過熱するようなことをすると壊れるようです。　またVccに+5Vが加わっていない
状態で　Select端子等に電圧をかけると壊れるようです。注意してください。　念の
ため1個予備を入れています。

④　T3,4,10のフェライトビーズ3.5x5x1.3　トランスは、UEWφ0.2mmx 3本ねじり線を
2つのコアをそれぞれ3回通したときが　３Turnとなります。　穴径が1.3mm で３回
通すのが限界です。　2回とおした後、マッチ針を差し込んで　穴の中の線を整列・
整頓させて　3Turn目が通るようにします。

＜部品取り付け順＞と＜部分的調整＞
ﾒｲﾝ基板100x100mmは、部品密集度が高く、隣接部品のﾊﾟﾀｰﾝの間隔が狭く、余
剰半田により、隣接部がﾌﾞﾘｯｼﾞしてしまいます。　ﾌﾞﾘｯｼﾞしていないことを確認しな
がら半田付けを進めてください。ﾊﾟﾀｰﾝ面(裏面)の部品は、Fig.2を参照ください。
0.1uFチップのGNDﾊﾟﾀｰﾝ側は、熱放散量が多く、うまくハンダが乗らないことがあ
ります。最初にGND側にハンダを盛り、チップ取り付けることをお勧めします。

　PICのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを起動するためには、TM1637 LED6桁周波数表示器を使います
ので、これも組み立てておきます。　TM1637表示器は脱着できるように、3Pinﾍｯ
ﾀﾞ、ﾌﾚｰﾑ接続とします。(TM1637を接続しないと、PICﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが渋滞して、総合調
整ができません)。またLM358アンプも手が空いたときに組み立てておきます。 な
お、本機の電源電圧は、（OP-18 TXminiも含め）、12V-14Vの範囲としてください。

  10Kｺｲﾙは、調整のため、取り外すことがあるかもしれませんので、ｹｰｽ接地舌
は、最終調整まで、半田付けしないでおきます。最後に、しっかりGNDに半田付け
します（出力信号ｽﾌﾟﾘｱｽに大きく影響します）。舌GNDﾊﾟﾀｰﾝが小さく、ﾊﾝﾀﾞの乗り
が悪いときは、GNDﾊﾟﾀｰﾝﾚｼﾞｽﾄをｶｯﾀｰﾅｲﾌ等で剥がしてください。

部品の取り付け順、調整は、ブロックごとに、以下を推奨します。
①　裏面極小部品、ｱﾅﾛｸﾞｽｲｯﾁSN74LVCｘ２個、PinS用1kC、DTC114x9個　は、
基板を水平に置けるうちに半田付けします。作業が楽になります。なお、この際、
部品面ﾘｰﾄﾞ部品用の穴にﾊﾝﾀﾞが流れ込まないように注意します。

②部品面(表面)のSMDを取り付けます。220uHﾁｯﾌﾟx4個、22uFﾁｯﾌﾟx1個、100ΩC
ｘ4個、1ｋCｘ2個等

③Q29,78L05(含0.1uFCx2個)を取り付け、電源投入し、Q29出口+5Vを確認。

④電源関係の部品取り付け・・・78L05(裏面の0.1uFﾊﾟｽｺﾝも含め)の全て。
Q25-Q26周辺のRXB/TXB切替回路。・・・取り付け後、基板の+12Vに電源投入
し、Q27以外の全ての78L05の2次側に5Vが出ていることを確認する。　SN74LVC
のVccピンに5Vが印加（Vcc+5VなしでSﾋﾟﾝに荷電されると破損する）　されている
ことを確実に確認。
　その後(Q5 Sピンには1kC_GNDがあり、+5V以上が荷電されないことを事前確認
後)、PTTピンをON/OFFしTB+12、RB+12が切り替わること、TX時にQ27-
78L10(L08より変更)の2次側に10Vが出ることを確認。

④　2つのSN74LVCのSﾋﾟﾝへの1kCを取り付け。　PIC無挿入 で、電源を入れ、
PTTのON/OFFにより、Q5-SN74LVCの切替がなされていることを　テスターで導
通確認します。(RX時は、B1-A間導通、TX時は、B2-A間導通)。　　同様にAF切替
用Q10-SN74LVCの切替確認・・これは、AM+端子(PIC-RA2ﾋﾟﾝ)に5Vを加えて切
替確認（AM+端子には、絶対に5V以上を加えないこと。SN74LVCが壊れます）

梱包部品
シンボル 仕様 備考 使用数梱包個数

PIC PIC16F883 GR53TV.hexプログラム済 1 1
ICソケット 28ピン PIC16F883用 1 1
IC　Module Si5351 Si5351ﾓｼﾞｭｰﾙ 1 1
IC Q7 NE602-DIP 1 1
IC Q3,Q4 SN16913P 2 2

SIC Q5,10 SN74LVC SN74LVC1G3157DBVR-SPDP 2 3
IC 78L05 3 3
IC Q27 78L10 78L08の場合は、LEDで2Vかさ上げ 1 1
IC Q44 78L33 3.3V Reg.　Si5351用 1 1
XO 52.0MHz 2次局発用 1 1
X'tal 12MHｚ XF用 7 7
X'tal 64MHｚ XF用 刻印CR413 2 2

SChipTR DTC114 ﾍﾞｰｽ抵抗内蔵ON/OFF用 9 12
TR 2SC1815 Q8,11,13,20, 4 4
TR 2SA1015 Q25,26 2 2
TR Q17 2SC1923 1 1
FET　Q6 2SK439E 1 1
FET　Q9 2SK241-Y  or 2SK544 1 1
FET　Q16 2SK241-GR 1 1
FET J310 Q1, 1 1
FET 2N7000 Q7Pin4 j受信時パスコン用 1 1

SChipDiode 1SS357(S3) AGC検波用  刻印S3 2 2
Diode 1Ｎ60Ｐ D8/AM検波用 1 2
Diode 1N4148 D2,4,5,6, 5 8
ZenerDiode ＲＤ8.2 Q14近傍 1 1
ZenerDiode ＲＤ6.2 Q7,ＮＥ602用 1 1
ZenerDiode ＲＤ4.3 Q26-ＰＴＴ回路用 1 1
ZenerDiode ＲＤ5.1 Q40-ＰIC-MCRピン用 1 1

SVariCap 1SV231(TA) XF可変用　刻印TA 6 6
SＳＢＤ 1SS154(BA) DBM用 3端子　刻印BA 4 4

LED 赤　平型/丸型 ECMマイク電圧用 1 1

10Ｋﾎﾞﾋﾞﾝ 手巻き要す T1,2,5,6,7,8/数量には含む予ｘ1 6 7
7K ｺｲﾙT9 刻印T1034Z or USF08 12MHzX'tal VXO用（巻線完成品） 1 1
T3,4,10 ＦＢ3.5x5x1.3 ﾌｪﾗｲﾄﾋﾞｰｽﾞ　5mmLx2個ｾｯﾄ 6 6
L1,2 T25-6(黄) ＬＰＦ用 2 2

SChipRFC 220uH 刻印221 4 4
RFC ｲﾝﾀﾞｸﾀｰ6.8uH 青灰金/Ｑ9負荷12MHz同調 1 1
RFC ｲﾝﾀﾞｸﾀｰ220uH 赤赤茶/AM検波 1 1
Chip_R 100Ω 1608　表示101/数量にはTM1637分+２個含む 19 25
Chip_R 1.2ｋΩ(1kC) 2012　表示1212 15 20
Chip_R 6.8ｋΩ  2012　表示682 3 5
Chip_R 20ｋΩor22kΩ 2012　表示223 or203 11 15

R15,40 100Ω P1/6W　茶黒茶 2 2
R44 33Ω P1/6W　橙橙黒 1 1
R10 51Ω P1/6W　緑茶黒 or47Ω/TM分1個含む 1 2
R 220Ω P1/6W　赤赤茶 D7位置へ 1 1
R16 330Ω P1/6W　橙橙茶 1 1
R11,46 470Ω P1/6W　黄紫茶 2 2
R2,5,21, 1kΩ P1/6W　黒茶赤 3 3
R14 2.4kΩ P1/6W　赤黄赤 1 1
R12, 20,25 4.7ｋΩ P1/6W　黄紫赤 3 3
R22,42,43,48,49 10kΩ P1/6W　黒茶橙 6 6
R8,19 22kΩ P1/6W　赤赤橙 2 2
R1,3,7,13他 100ｋΩ P1/6W　茶黒黄 10 12
R24,39 200ｋΩ P1/6W　赤黒黄 2 2
R18、 470kΩ P1/6W　黄紫黄/数量にはR17分+2含む 1 3
R17 940kΩ 470kΩx2直列
ＶＲ 半固定1kΩ102 Sﾒｰﾀ抵抗 1 1

C11,C12 100μF25V 電解コンデンサー 2 2
C7, 10μF25V 電解コンデンサー 1 1
C31, 0.1uF ｾﾗﾐｯク　ﾃﾞｨｽｸ104/数量にはQ1分+1含む 2 2
C31,32, 0.01uF ｾﾗﾐｯｸ　ディスク103/Ｅｎｃｏｄｅｒ 2 2
C8 0.001uF ｾﾗﾐｯｸ ﾃﾞｨｽｸ102 1 1
C27 180pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ180 1 1
C16,17 62pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ62 LPF 2 2
C14, 50pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ50 1 1
C2 22pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ22/ 1 1
C1,3,5,9,15,17 15pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ15/数量には予備+1含む 6 7
C6 39pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ39 1 1
C26,27 10pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ10 2 2
C16, 7pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ7  1 1
C19,C5追加 5pF ｾﾗﾐｯｸ　ﾃﾞｨｽｸ5 2 2
TC 20pF(赤) Ｑ７　NE602 VXO用 1 1

SChip_C 0.5pF25V 1608Chip/64M_IF部 4 4
SChip_C 30pF25V 2012Chip 30　12M_VXO、IF他/予備+1含む 10 11
SChip_C 68pF25V 2012Chip 68　XF用他/予備+1含む 7 8

Chip_C 220pF25V 1608Chip　221/予備+6含む 9 15
Chip_C 0.1μF25V 1608Chip　104 46 60

SChip_C 4.7uF25V ｻｲｽﾞ3325/ 4 4
SChip_C 22uF25V ｻｲｽﾞ3325/数量にはTM用+2含む 3 6

PCB 100ｘ100mm Local ＯＳＣ部共通 Rx本体基板 1 1
UEW φ0.2mm 3m　T1,T2,T5,T3,4,T10 1 1
UEW φ0.1～0.15mm 2m T6,T7,T8用 1 1
Pinﾍｯﾀﾞ Ｌ型3Pin 1 1
Pinﾍｯﾀﾞ 40Pin 6Pin+ 6Pin +2Pin+2Pin +1Pin+10 1 1
Pinﾌﾚｰﾑ 40Pin 6Pin+ 6Pin +2Pin+2Pin +1Pin+10 1 1
同軸 1.5D2Vx30ｃｍ 1 1
RE ﾛｰﾀﾘｴﾝｺｰﾀﾞ 24ﾊﾟﾙｽ、ノンクリック 1 1

IC TM1637(SOP) 7ｾｸﾞ6桁LEDドライバー 1 1
IC 78M05 1 1
7SegLED KEM3633,ELT512 3連7ｾｸﾞ･ｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝ（緑　or赤） 2 2

XR 51Ω P1/6W　緑茶黒 or 47Ω 1 上に含む
XC 220μF25V 電解コンデンサー 1 下に含む
XDiode 1N4148 78M05　かさ上げ1V;ＥＬＴのみ 2 上に含む
XChip_R 100Ω 1608Chip　表示101 2 上に含む

Chip_R 10ｋΩ 2012Chip 表示103/ 2 2
XChip_C 220pF25V 1608Chipｺﾝﾃﾞﾝｻｰ221 2 上に含む
XChip_C 0.1μF25V 1608Chipｺﾝﾃﾞﾝｻｰ104 1 上に含む
XChip_C 22uF25V サイズ3325 3 上に含む

PCB基板 94/or65x25mm LED6桁用 1 1

X 直4Pin  +4Pinﾌﾚｰﾑ 1 上に含む

（K20) KP6mini =ジェネカバTRXmini　部品

RX/TX 本体部

周波数表示部TM1637

ピンヘッダ・ﾌﾚｰﾑ

梱包部品 M386アンプ
シンボル 仕様 備考 使用数梱包個数
IC NJM386D 1 1
R 10Ω P1/6W　茶黒黒 1 1
R 10kΩ P1/6W　茶黒橙 1 1
C 220uF 25V 電解コンデンサー/数量にはTMの分+1含む 2 3
C 10μF50V 電解コンデンサー 2 2
C 0.047μF50V ｾﾗﾐｯｸコンデンサー 1 1
PCB 36x30mm LM386Amp基板 1 1
PCB 54x32mm TactSW基板 1 1
タクト-SW 4 4



⑤　12MHzIF関連；T6（12MHzトランス）以降の、XF,Q9,Q6,Q7,Q8,Q20等周辺の全部品を取り付けます。　下図Fig.1に従い、キャリア周波数を調
整します。次にT6ｾﾝﾀｰにSGから.11.997kHz信号を入れ、Sﾒｰﾀの　S-端子の電圧(≒0.3V)が、最小になるように、T6,T7,T8の同調を取ります。こ
の際、T6,T7,T8の接地舌がGNDに半田付けされていないと、最小点がわかりずらいことがあります。その場合は、T6,T7,T8の接地舌、
X'tal12MHzのｹｰｽのﾊﾝﾀﾞ接地を行います。

⑥52MHzXO、T5を取り付け、T5の2次側コイルRF電圧が最大になるように、52MHzの同調をとります。

⑦RX部の残りの部品、Q1～T4までの部品を取り付けます。　　PIC, その上部のタクト小基板を取り付けるための8Pin,8Pin2Pin,1Pinのﾋﾟﾝﾌﾚｰ
ﾑ、小基板側のﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞｰをハンダ付け(これらは、位置決めのため、共ﾊﾝﾀﾞで。)します。　Lo局発部関連のQ44 78L33、Si5351周辺部品を取り
付けます。
64MHzの信号源があれば、T1,T2(64MHz同調)の同調調整もしておきます。

⑧ PIC差込後の最初の電源投入前 に、PICを破損させないために、出力として使うRA0,RA1,RA2,RA3,RA4,RA5の各ポートは、テスターでGND
と短絡してないことを確認します。これらのポートのﾊﾟﾀｰﾝﾗｲﾝは、基板内を複雑に配走しているので半田ブリッジでGNDと短絡していることがあ
ります。短絡したまま電源をいれると、PICの該当ポートが壊れます。　TM1637を取り付け、PIC電源投入後、最初にMode（USB,LSB,CW,AM,）を
切り替えて、RA0-RA5が回路図記載の表のように　H(+5V),L(0V)が切り替わることを確認。
　PICは、最初に　I2C接続のTM1637(7ｾｸﾞLED表示)、次にI2C接続のSi5351へコマンドを送り、その両方から正常通信のｱﾝｻｰﾊﾞｯｸを確認して、
ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに入ります。　いずれかの接続が正常でない場合は、途中でﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ渋滞がおき、PICはフリーズします。　その場合は、
TM1637,Si5351の接続を確認してください。

⑨ LM386アンプを接続し、実際の信号（7MHzバンド等）を受信し、T1,T2(64MHz同調)、T6,T7、T8(12MHz同調)を最大感度になるように再調整し
ます。

⑩ ECM端子に　ｺﾝﾃﾞﾝｻﾏｲｸを接続し、各バンド、各モードで、送受をして、ジェネカバ受信機で送信信号を確認します。
⑪ TactSWの機能；　詳細は、下表を参照してください。

⑫　本機単体の送信出力；　試作機の　CWﾓｰﾄﾞでの各ﾊﾞﾝﾄﾞの出力は、下表Fig.7のとおり、約+3ｄBmでした。　別途(OP18)miniTX基板を　後流
に接続すると、最終出力は、概ね3Wのトランシーバーとなります。　50MHzの場合は、出力が、小さいので、J310GG Amp基板を経由して、
(OP18)miniTX基板に　接続します。

⑬　AMキャリアﾚﾍﾞﾙの調整は、Fig.8 を参照ください。　Q7 NE602による低電力変調で、歪みなくAM変調するのは、難しいです。

Fig.1 Q7 NE602 キャリア周波数調整
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＜調整＞
Q7 NE602 キャリア周波数調整
ｸﾘｽﾀﾙﾌｨﾙﾀｰの特性と各モード(LSB,USB,CW,AM)のキャリア周波数の関係は左図のとおりです。
発振周波数は、ｼﾞｪﾈｶﾊﾞ受信機で確認します。周波数ｶｳﾝﾀｰを使う場合は、Pin6,7にﾌﾟﾛｰﾌﾞを接触す
るとその付加容量で発振周波数がずれますので、左図のように、ＮＥ602-Pin1に10kΩを仮付けし、
2N7000のGは、GNDに仮接地し、カウンターをPin4にｺﾝﾃﾞﾝｻを介して接続します。

① 11.998.9ｋＨｚの調整；　PICは、無挿入で　タクト小基板を差し込み、左表のＡＡのように　USB+端
子に+5Vを加える、仮配線をします。　　Ｐｉｎ7のＴＣ20ｐＦを調整し、11.998.9kHzに合わせます。

② 11.996.1ｋＨｚの調整；　左表のBBのように　LSB+端子に+5Vを加える、仮配線をします。　　T9の
コア位置を調整し、11.996.1kHzに合わせます。

③ 11.997.0ｋＨｚの確認；　左表のCCのように　CW+端子に+5Vを加える、仮配線をします。　　これで
11.997.0kHz近辺であることを確認しておきます。　これは成り行きなので周波数が多少ずれているか
もしれませんが、多少の誤差は許容します。

④　AMキャリア11.998.9ｋＨｚの確認；　左表のDDのように　USB+端子とAM+端子に+5Vを加える、
仮配線をします。　上記①と同じですが、RX時は、Q7 NE602がOFFなので、発振停止、になっていま
す。　この状態でPTT端子をＧＮＤに落とし、送信状態にすると、Q7 NE602の電源がＯNとなり、キャリ
ア発振11.998.9kHzが起動することを確認します。

ＡＡ

H;+5Vを加える。  (H);かっこ付、どちらでもよ
い

BB

CC

DD

GN

O
S

Vcc

1

4 5

810ｋ
Ω

FCounter

Q7
NE602

PICの　Tact SWの機能
Band SW・・7M→10M→14M→18M→21M→24.5M→28M→50M→144M(PIC-Rb6 GNDのとき)→3.5M→7Mと循環します。

Mode SW・・長押しで(L)LSB→(U)USB→(c)CW→(A)AM→LSBと循環切り替え。切替時に、LED6桁の左端文字にそれぞれの（）内文字が
表示されますが、ｴﾝｺｰﾀﾞをまわすと周波数文字に戻ります。　ちょい押しで　そのときの　Modeが表示されます。
 

Step SW・・ｴﾝｺｰﾀﾞステップ；50Hz(周波数小数点1位) →0.5kHz(c) →9kHz(_) →10kHz(空白)と循環切り替えします。LED6桁の右端
文字に()内文字が表示されます。

Mem SW・・そのときの周波数、Modeを EEPROMへ保存し、次回電源投入時にこの周波数で起動します。

2N7000

2N7000 G 測
定時GND接地

Fig.6
Q27 78L08+LED+16ﾎｰ
ﾙ基板　の場合

78L08
Q27 +10V

3.5M 7M 10M 14M 18M 21M 24.5 28M 50MBand

出力 +2.1 +3.6 +4.4 +4.5 +3.6 +2.9 +1.9 +1.2 -3.0

Fig.7 Main基板単体での出力　(B+13.5Vにて)

Fig.8 AMｷｬﾘｱ・ﾚﾍﾞﾙ　Q23/R17 940kの調整

AMｷｬﾘｱﾚﾍﾞﾙは、CWﾓｰﾄﾞ出力の　1/4(-6dBc)に合わせます。Main基板のCW出力
が、+3.0dBmであったときは、AMﾓｰﾄﾞ出力(無変調時)を-3.0dBmになるように、
左図のR17　940kΩを調整します。 抵抗を小さくすればｷｬﾘｱ出力は、増え、大
きくすると出力は小さくなります。
Q2 NE602の特性のばらつきにより、300kΩ<R17<1MΩ　の間にあるようです。
　試作機では、K19(DDS3逓倍)では、940kΩ、K20(Si5351)では、313kΩでし
た。
　Main基板出力は、AD8307dBm計(K2)で計測、あるいは、50Ω終端し、1N60検
波電圧で、+3dBm=316mV、-3dBm=158mVとなるように、調整します。

R17
330kΩ

470kΩx3
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① Pin Frame(メス)　6ピン

Ｌ型Pin Header(オス)ｘ45°傾けて　3ピン　SDA,SCL,GND
 (6桁LED表示器)

Pin Header(オス)　2ピン

Pin Header(オス)　2ピン

② Pin Header(オス)　2ピ
ン

④ Pin Header(オス)　1ピ
ン

③ Pin Frame(メス)　6ピン

①6Pin，②2Pin、③6Pin、④1Pinの Pin Frame(メス)　は、タクト小基板と共あ
わせで半田付けすること。

Ｌ型Pin Header(オス)ｘ45°6ピン　SCK,RCK,Ser,B+5,GND
 (TXMIni基板の　74ＨＣ595と接続)

Pin Header(オス)6ピン
 (TXMini基板と接続)

TXout
(0.5mW)

RXin
S-
S+ Ｓﾒｰﾀは、ﾘｰﾄﾞ

線で取り出し

Fig.3 部品面　Pin Frame/Header取付要領

10Kﾎﾞﾋﾞﾝｹｰｽとの干渉部は小基板カット
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タクト小基板の下側部品は、基板と干渉しないように、高さ9mm以内とするこ
と。
特に、78L05、。 ECM用角型LEDは、足を曲げて水平設置(PIC抜き差しの際に邪
魔）
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Fig.4a 部品面から透視したボトムパターン
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Fig.4b 部品面から見たトップパターン

Fig.4メンテナンス用（回路追跡用）

常時B+5V(Q29)

常時B+12V

常時B+12V

RB+12V

TB+12V

常時B+5V(Q35)

XO
52MHz

T1

T2

T8

T5

T7

水晶ｹｰｽは、10kコイルケース等に、GND接地
線を接続。
ケースOPENのままだと、12MHzキャリアがIF
段に入り込み、無信号時に　Sメータが振れ
てしまう。
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2SK212D
12M IF Amp

K212D
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Fig.5 ＜AMモード感度改善＞
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HINT

H1＜調整＞
1. XO52MHzの誤差修正；　誤差50ppm(52MHz+/-2kHz)により、LED表示周波数と　実周波数に誤差がある場合は以下で補正します。
　Band-SWを押しながら電源投入すると、U/L 0.0 と表示されます。　L6.4～U6.4の範囲で設定できます。　例えば、14MHzBandで　周波数誤差
が、-1kHzあれば、U 1.0を目安にして、再びBand-SWを押すと、これで　EEPROMに記録します。　次回電源投入以降、この誤差修正値で周波
数が表示されます。

  

GN

O
S

Vcc

1

4 5

8
  NE602 100Ω

 6.2V入力

P1; P2; 1.4V

P4;P5; 4.88V P6; 5.95V

≒ 2mA

P8; 6.0V

NE602(SA602)の正常/不良の判断
・□内電圧が正常品

H2＜ NE602,SN16913Pの　正常/不良の判断＞
1. 同上のICの動作不良が疑われるときは、各Pin電圧
で　そのICの動作状態を確認します。電圧が右図のと
おりであれば、ICは、ほぼ正常です。

　NE602(SA602)は、入力電圧の差、5V,　6Vにより、
Pin電圧も多少変化しますが、入力電流は、2.0～
2.2mAですので、100ΩCの入力電圧と　Pin8電圧の差
は、Δ0.2Vです。

　SN16913Pの入力電流≒10mA

H3＜TB+/RB+の切替　Q26, Q25　2SA1015の破損＞
1. 左図の　RB+/TB+の切替回路の動作は、組み立て途中で一度確認済ですが、その後の部品
取り付けの際のハンダブリッジで　回路が短絡してしまっていることがあります。
　そのまま電源投入をすると、TR 2SA1015の許容電流150mA以上の電流が流れて、TRが破損し
てし、正常に　TB+12, TB+12 が出力されません。

　そのときは、TRは、だいたい左図のように　「B-C間；短絡、E-B間；Open」のように壊れますの
で、テスターで各Pinの導通を測ると、わかります。　その場合は、TRを交換します。

　なお。TB+に電圧12Vが出力されているかどうかは、テスターで確認する以外に、ECM用の
LED(R12の後段)が点灯するので、それでわかります。
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100uF
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PTT
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Key
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R+/T+の電源切替回路

E C B
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(Bottom View)
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E-B間；Open
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B-C間; ０Ω

H4＜SN74LVC1G3157DBVR-SPDPの切替の確認　＞
1. 左図の　RF信号(64MHz)切り替え用の　SN74LVCの動作確認は、次のようにします。　PinA、B1、
B2は、基板上部から確認(シルク印刷)できます。

　RX時；Q5の　Pin Aの電圧=Pin B1電圧=2.5Vで　B1-A間が導通なのが検出されます。テスターでも
導通≒0Ωが確認できます。

　TX時；　Q26のPTT端子をGNDへ落とすと、TB+12が出力され、Q5は、B2-A間が導通状態になり、
B2の電圧=PinA電圧=2.5Vが検出されます。

　　以上のように、送受を切り替えると、PinA電圧２．５Vが、B1, B2]交互に検出されます。
なお、Q5 SN74LVCは、通過信号は、0～5Vでなければなりませんが、左図の回路では、+5Vが1kC
二つで分割された2.5Vが、PinAに供給され、それが、ﾊﾞｲｱｽ電圧となり、それに重畳されているRF信
号は、0～5Vの範囲となります。

左下図、AF切り替えのSPDTは、A端子に現れる電圧は、テスターで確認すると、
SSBﾓｰﾄﾞ時；B1～A間導通なので、Q7 NE602 Pin5の電圧4.5V。
AMﾓｰﾄﾞ時；B2～A間導通なので、20kCの分割電圧　2.5V。　が、確認できる。

H5＜Q5, 9　SPDT　SN74LVC1G3157DBVR　の壊れ方＞
順調に出力3Wで動作していたが、何回か基板をひっくり返して微変更・調整しているうちに出力
が400mWしか出なくなった。　原因究明したところ、Q10　SPDTの破損・端子ﾎﾟｰﾄ地絡が原因で
あった。 Q10の現象は以下のとおりであった。

・Q7 NE602 Pin8の接続の100Ωの電圧降下=0.7V(正常0.2V) 、Pin8の電圧=4.2V(正常6.0V)、出
力Pin5=0.5V(正常4.5V)であり、正常値から大きくはずれているので　Q7NE602の破損かと思っ
た。　Pin5の半田吸引してPin5を宙に浮かせると、それぞれのPiｎ電圧は正常値となった。

・　電源OFFにして　Q10　SPDTの　PinA～GND間の導通を測ると 150Ω。　　PinB2～GND間
=140Ω。　PinB2～PinA間=18Ω。PinB1～GND間=6MΩ。　 Q10　SPDTの破損が確認された。
(健全であれば、各ﾎﾟｰﾄA,B1,B2～GND間抵抗は≒5MΩ)

・ Q7 NE602 Pin5が　Q10　SPDTにより　約150Ωで地絡されていて、過電流、出力Pin地絡と
なっていた.。

SPDTを交換して、正常出力となった。AFout端子(左図)は、Q10-Aportと4.7uFで隔離されている
が、この端子に2SC1815AFｱﾝﾌﾟを試験接続した時に、ﾍﾞｰｽ抵抗(470k)経由で+12Vが加わり、こ
のﾊﾟﾙｽ電圧によりQ10破損したようだ。

　SPDT　SN74LVC1G3157DBVR　は、壊れやすく、本キット試作中に、3個壊した。　１個は、基
板交換のために移設した際のハンダ過熱破損、１個は、Vccに+5Vを加えないでS端子を制御し
たとき、もう1個は、上述のようにAportにﾊﾟﾙｽ電圧をかけてしまったとき。

SN16913P

Vcc
1

4 5

8

GND

Out

Sig.

Lo.

16913

≒14mA
P8; 10.0V

Q3
P7; 5.0V

P6; 5.0V

P5; 3.5V

P1; 8.2V

P2; 5.0V

P3; 3.5V



H6＜主電源+19Vで使用＞
(K20) General Coverage RX/TXと　(ＯＰ18) KP6miniTXの電源は、12.0～14Vが定格で、13.5V
7MHzCW時に3.0W出力ですが、19Vで使用すると出力が約6Wになりました。　その場合は、部品
の許容電圧を超える場合がありますので、その対策を列記します。

1) Relay電圧； キットに使用しているリレーの定格電圧はDC12Vです。コイル抵抗≒700Ωで
12V時17mAほど流れます。　最大許容電圧は、定格の130%くらいなので、そのまま19Vが加わる
と破損することがあります。
(ＯＰ18) KP6miniTXには、コイルへの電圧供給専用ﾊﾟﾀｰﾝがありますのでそこをカットして、抵抗
(目安;100Ω1W)
または、78L12を挿入します。

2） Q4 SN16913Pの最大許容は15Vなので、回路図に記載あるRD12を追加します。

2)クリスタルフィルターの帯域；　左図のように、1SV231への荷電電圧により、フィルターの帯域
を制御しています。　SSB (BP2.4kHz)のときは、Q19がON状態で　1SV231への供給電圧は、
1.09V で　AM時(BP5.5ｋHz)のときは、12Vです。
　このままで　主電源が+19Vとなると　SSB時1.73Vとなり、フィルターの帯域が広くなりすぎます。
それを防ぐために、R21 1kΩと並列に、　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ1N4148x2本直列を接続します。　すると　+19V
時でも　1SV231への供給電圧は、1.18Vとなりますので、SSBフィルターとしての帯域を確保でき
ます。
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変更

0.2Vのバイアス

H7＜AMモード感度改善＞
SSBモード受信では、感度不足を感じませんが、AMモードでは、かなり感度不足を感じま
す。
商用AM放送、たとえば、NIKKEI 6.055MHzの信号は、横浜では、S9+35dBm 程度で入感
し、問題なく受信できますが、アマチュア局　7.195MHzとか　50.620MHzの信号は、弱く、信
号レベルは測定器なく正確に測定できませんでしたが、概ねS7以下になると、了解度ほぼ
ゼロとなりました。　AF段で増幅しても無意味です。
　これは、検波ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの順方向電圧の壁(約0.15Vか？)を　RF信号が乗り越えられないた
めと思われますので、これを改善するために、左図のように　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞに0.2Vのバイアス電
圧を加えました。　これにより、10dBほど感度上昇し、S6以上の信号が認識できるようにな
りました。　これが、調整した結果の限界ですが、ぎりぎり実用域かと思います。

　これ以上の改善するためには、Fig.5（前ﾍﾟｰｼﾞ）のような　IFAmp+TR検波回路を　16ﾎｰﾙ
小基板で追加すると、S4信号がぎりぎり認識できるﾚﾍﾞﾙとなります。なお、このTR検波回路
は、1N60P ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ検波回路よりも歪の少ないよい音に復調できるようです。

H8＜Q9　2SK241負荷コイル同調＞
IFアンプ　Q9　2SK241の負荷は、左図のように　ﾏｲｸﾛｲﾝﾀﾞｸﾀ6.8uH と　20pF +浮遊容量
7pF=27pFで12MHzに同調させていますが、部品素子のばらつきにより、共振点から少しずれて
いる可能性があり、ピークより、ゲインが10dBほど下がっていることがあります.。
 　F=1/2π√(LC) = 1/2x 3.14 ｘ√(6.8E-6 x 27E-12)＝11.75MHｚ

　15pF固定ｺﾝﾃﾞﾝｻ-に代えて、TC20ｐFにすれば、12MHz共振点ピークに合わせることができま
す。SSBモードではこの差は、気になりませんが、AM受信の場合は、かなりの感度差に感じま
す。

近傍の22uFChipよ
り+5Vを供給

H9 144MHz 取り出し

BGA420
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41
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0.25pF

T1；7K

220pFC

220pFC TB+12
1:3t 3:1t

5pF

6pF

100p
F

Q17のT10直後より
144Mを取り出し

出力　-0dBm/50Ω

ﾒｲﾝ基板

＜144MHzバンドについて＞
144MHzは、GRTVメイン基板の　PIC-RB6=GNDで144Mバンド追加への切り替えができ
ますが、Q17の出力側T10の伝送効率が悪く、144Mの信号は、-25dBm程度です。
  左図のように、GRTVメイン基板のLPFを外し、手前のT10ピン より、信号を取り出し、
T1,T2（FCZ 7k）のBPF通過後、左図のようにBGA420で増幅し、≒-0dBmを得ます。

受信側も　Q1 J310出口の　LPFが　ｆｃ=52MHzなので　144MHz信号は遮断されます。
144MHz信号Ampを増設し、Q4 SN16913Pへ入力するような工夫が必要です。

　あとは、144MHz用オプション部品での挑戦キットとなります。
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GRTV名印ﾒｲﾝ基板

Q27
100ΩC

Fig.7-1　144MHz取り出し基板　チップ部品取り付け図



Q5,Q10
SN74LVC1G3157DBVR
Pin1ﾏｰｸが不鮮明の場合；
DMMﾀﾞｲｵｰﾄﾞﾓｰﾄﾞでGND→Vcc
間の寄生Diodeの　順方向電
圧0.44Vが検出される
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Q8,Q11,Q13,Q20は、2SC1815。
Q25,Q26は、2SA1015。
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PIC-RA4,5;将来増設用

220pFC
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Q3
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220pFC

Q8
 2SC1815

ｼﾙｸD7の箇所に220uH+220Ω

940k
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220pFC

220pFC
8mA

220pFC

0.1uFChip
必須(発振
防止)

0.047uＦ

TB+

To GTXmini(OP-18)
接続結線中に1N4148を挿入/Semi break-in化

11.998.9
 /Q13-ON時

20kC

L08
TB+10

1kC

6mA

0.1uF

2N7000
空中配線

D

CW+

PIC回路へ

130mA RX時
160mA TX時

G

B1 A

V

B2 S

G

B1 A

V

B2 S

6.8uHと20pFで12MHz共振

-

T1034Z
6-14uH
orUSF08

RX-59dBm
TX; -12dBm
  560mV

RX; -53dBm
TX;-29dBm
  79mV

RX;-51dBm
TX; -16dBm
  350mV

LM386 Amp 別基板

TB+12

P1P2

P6

AM RB+12 B+12 TB+12

P1-P7の□内の　dBm数値は、CWﾓｰﾄﾞ7MHzで　「450Ωﾌﾟﾛｰﾌﾞ+AD8307
dBm計」で実測した、RX時/TX時の　Point1-Point7の測定値　を示す。
　mVは、上記dBm数値より、計算した推定RF電圧。

3 5. 2

50Ω

450Ω

0.1uF

探針
(K2)AD8307 dBm
計

RX;-21dBm
TX;-21dBm
  200mV

Lo

(-2dBm/500Ω仮定) (-19dBm/500Ω仮定)

AD8307

(OP-18) miniTX基板と接続

PIC RA5-RA0 からの　H(+5V)/L(0V) 信号
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A
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SN16913P

100ΩCx2

200kΩR39

DTC114TKA
(TopView)
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E G S D
2SK439

(Bottom View)

2SK439のﾋﾟﾝｱｻｲ
ﾝは、2SK241とは
逆です

BottomVie
w

D S G
J310

BottomVie
w

S G　D
2N7000

B2

B1
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S

A

Vcc

C
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5
RNote1) C;  0.1μF unless otherwise noted

      2) Diode 1N4148 unless otherwise
     3) 1kΩCは: 1.2kΩﾁｯﾌﾟを示す。
　　4)R,C末尾のCは、Chip部品を示す。

LED

BottomVie
w

D S G
2SK241

電源OFFの状態で、各ポート間
の抵抗（DMMで測定）は、以下
のとおりが正常。
・A-B1間、A-B2間；5MΩ以上
・A,B1,B2それぞれとGND間；
5MΩ以上。
　　　これらが、数十Ωであれ
ば、ICが破損している

PIC回路へ

*B+5
1kC

1kC

この1kCはQ5と同
時に取り付け

このRD12;電源電圧
>15Vのときのみ

0.1uF

J-1

E C  B
2SC1923

10mA

2SK544
or2SK241

2SK544
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+5V
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　3tx3トリファイラ
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84pF/2.4kHzBW(1SV231[1.1V]+30pF)
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GTX Amp
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100Ω
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CLK0

33Ω
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RA.RBポート,デジタル
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ANSELHをclear。
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T3 T4
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T3,T4,T10 ;巻き数

C15

こちら下側はCはなし。
SN74LVC1Gの内部ポｰト浮遊容量≒34pF
と30pFCの直列合成容量で、64Mに同調

Ｃ20,C18は、0.5pFChipｘ2で1pF

20kC20kC
RD5.1
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30mA

+12VNW
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下側68pFC上側30pC+下側68pFC

Cなし

12MHz X'tal x6
水晶ｹｰｽは全て、GND接地半田

(K20) (2/2) Local VFO
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TX; -22dBm
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TX; -15dBm
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GND
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Pin1;NC

52MHzXO; Bottom
view
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Vcc

UEWφ0.1

6t (最上段)

2t(2段目)

T6,T7,T8 ;巻き数

L4, L10は、紙ストロー
φ6に　UEWφ0.2を密
巻きする。
例えば、5.5ｔx1.5mm蜜
のときは、
1.5mm間隔で180度の
箇所に針穴を明けて、
5.5t密巻き。
　あと接着剤でコイル固
定。

刻印 同調周波数etc

5t:3t /11pF で64MHz同調Ｔ1, T2

T5

T6,　T7

T8

Ｔ

6t:2t /15ｐＦで52MHz同調

12t:6t /68pFで12MHz同調

10K 7Kコイル等　データ

T9 1034Z 12MHz水晶　ＶＸＯコイル

12t:3t /68pFで12MHz同調

FB3.5x5 2個に3ｔｘ3トリファイラＴ3, T4

FB3.5x5 2個に3ｔｘ3トリファイラＴ10
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GND:4 5:CLK0
6:CLK1
7:CLK2

8:VDO

Si5351Module

SDA

SCL

C27
10pF

L10

R46

Jumper
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(表示周波数補正+/-6.4kHz；Band SW on PO)
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TM1637-LED 6digits　　JK1XKP
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LEDアノードコモン x3桁　x2個
ELT-512GWA (緑)または2381BG
KEM3633BG
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 ELT-512GWA
 3桁 LEDｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝ

(Bottom view)

78M05

IN OUT

GND

TO-252

10kΩCx2

25mm x25mm(3桁) 25mm x89mm(6桁)

3桁用も個別のTM1637を組み込んでい
て、GRID1(Pin15)、GRID2(Pin14)、
GRID3(Pin13)の3桁に接続している。

22μF25V

22μF25V

Chip220pF x2

to 1CLK (6桁TM1637)

to 2CLK (3桁TM1637)
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この回路は、9桁用の時のみ組
込.
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Chip TR
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B+

2CLK

DIO

GND

B+

TM1637

1CLK

DIO

GND

B+

PIC-DIO

PIC-RB.7

B+

D0 D1

1

DIO

CLK

START
CONDITION

PIC-RB7

2

H
L

TM1637は、
 CLKがHの状態でDIOが H→L でｽﾀｰﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝとなり、
TM1637へのデータ転送が開始される。

そのとき、
PIC-RB7がHであれば、 6桁用TM1637へのデータ転送、
RB7=Lであれば、3桁用TM1637へのデータ転送となる。
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4Pinヘッダは、7Seg LEDを取り付ける前に半田付
けしておくこと。
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1011

パターン面　SMD配置

22μF25VELT-512（低輝度）
Diode1N4148x2で電圧かさ上げ（5V→
6V）の時は、GNDラインをカットする

2381B6(高輝度),KEM3633G(刻印BG)
電圧かさあげ不要。5Vのまま

lED輝度を高めるためにTM1637供給電圧を1V上昇させる場合

は、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ接続し、GNDﾊﾟﾀｰﾝ　X箇所をカットすること
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(Bottom view)
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22.5

2381BG or刻印BG
7.62

小型3桁LED:このように足を
まげて基板へ半田付け

基板との隙間≒0.5ｍｍ

51Ω

220uF

100mA

基板内に　TM1637ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾄﾞﾗｲ
ﾌﾞ ﾉｲｽﾞ(≒500Hz)のﾃﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
回路を増設

100  100ΩChip

上記デカップリング回路；
基板部品面(７ｾｸﾞLED側)の B+～78M05間にﾊﾟﾀｰﾝをｶｯﾄし
て、51Ωを取り付ける、　220uFは、2uFと並列接続

220uF

ELT-512(緑) またはKEM5361(赤)

KEM3633BG

CQ17_TM1637FC6.xlsTM1637


